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ELN3033 ELEKTRONIK DEVRELERI LABORATUARI I DENEY NO: 6

DENEY 6: TTL ve CMOS KAPI KARAKTERISTIKLERI

1. On Bilgi

Dijital sistemlerin temel elemanlar1 olan kapilar, ideal lojik elemanlar olmayip, yapim
teknolojisinin belirledigi giris ve ¢ikis direnclerine, isaret gecikmesi ve gii¢c harcamasina sahiptirler.
Bu deneyin amaci, TTL ve CMOS kapi1 elemanlarinin elektriksel 6zelliklerinin incelenmesidir.

I1. On Hazirhk
e TTL ve CMOS kap1 elemanlarin1 kataloglardan arastirarak elektriksel 6zellikleri agisindan
karsilastiriniz.

e Voo, ViL, Von, ViH Ve tyq neyi ifade eder? Aciklaymiz.

I11. Deneyin Yapihis1

1 — TTL NAND kapilarinin karakteristiklerinin bulunmasi: Bu deneyde TTL NAND kapisi
olarak 74ALS00 entegresini kullaniniz. V¢c=5V aliniz.

a) Bosta calisma karakteristigi: Cikis yiiksiizken V =f(Vy) bagintisidir. Sekil 4.1°deki devreyi

kurunuz. Voltmetre ile giris (Vg) ve ¢ikis (V) isaretlerini dlgiiniiz.

TTL CMOS
Giris (Vg) | Cikis (Vo) | Giris (Vg) | Cikas (Vo)

Ayarlt

gerilim Vg

kaynagi Vg:

(0-5V)

+5V
Sekil 6.1
V, Ve

[ [T 1
[TTL[] CMOS
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b) Yiikli calisma karakteristigi: Kapinin ¢ikis ucuna belirli sayida eleman baglanarak yiiklenmis
durumdaki V=f(Vy) bagmtisidir. Sekil 6.2°deki devreyi kurunuz. Voltmetre ile giris (Vg) ve ¢ikis
(V) isaretlerini dlgiiniiz.

TTL CMOS
Giris (Vg) | Cikis (Vo) | Giris (Vg) | Cikas (V)

Ayarli v D

gerilim g

kaynagi D'

(0-5V)

+5V VQ D
Sekil 6.2.

V Ve

[ T[]
!TTLﬁ CMOS

Vg Vg
C) Vou_- lon_karakteristigi: Kapinin ¢ikigini lojik 1 diizeyde tutmak isteyen giris kosullart olusmus

iken ¢ikisin lojik 0 diizeyine zorlanmasi halinde elde edilen Vop=f(lon) bagmtisidir. Sekil 6.3°de
devreyi kurunuz. Ayarli gerilim kaynaginin gerilimini, kap1 ¢ikisindaki gerilim, ve kapidan akan
akimi Sl¢iiniiz.

TTL CMOS
Gerilim | Cikis Kap1 Gerilim | Cikis Kap1
kaynagi | gerilimi(Voy) | akimi kaynagi | gerilimi(Voy) | akimu
| |

oy Ayarh (low) oH)
g
Vor) (0-5V)

Sekil 6.3.
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Von Von
[ [ [ 1
[TTL] CMOS
lon lon

d) VoL - lo. karakteristigi: Kapinin ¢ikisini lojik 0 diizeyde tutmak isteyen giris kosullari olusmus

iken ¢ikigin lojik 1 diizeyine zorlanmasi halinde elde edilen Vo =f(lo) bagintisidir. Sekil 6.4’de

devreyi kurunuz. Ayarli gerilim kaynagmin gerilimini, kap1 ¢ikisindaki gerilim, ve kapidan akan

akimi Ol¢iiniiz.

TTL CMOS
Gerilim Cikis Kap1 Gerilim | Cikig Kap1
kaynagi gerilimi(Vo,) | akimi kaynagi | gerilimi(Vo,) | akinu
| |
| Ayarh (lo) oL)
oL gerilim
Vo ..' Ve . kaynagi
(Vo) (0-5v)
Sekil 6.4.
VoL VoL
T
[TTL]] CMOS
lor loL
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e) Vy-lg karakteristigi: Cikis yiiksiizken giris gerilimi ile giris akim1 arasindaki V4=f(lg) bagintisidir.

Sekil 6.5°deki devreyi kurunuz. Ayarli gerilim kaynaginin gerilimini, giris gerilimi (Vg) ve giris
akimi (Ig) olgtiniiz.

TTL CMOS

Gerilim Giris Giris Gerilim Giris Giris akimi
kaynag1 | gerilim V) | akimu (Ig) | kaynagi gerilim V) | (Ig)

Ayarlt
gerilim

kaynagi
(0-5V)

[ T[]
!TTLt CMOS

g lg

f) TTL kapilarinin dinamik karakteristikleri: Sekil 6.6’da gosterildigi gibi bir lojik kapinin

gecikmesinin t;d ve t, olmak iizere iki bileseni vardir. Kapi gecikmesini dlgmek igin Sekil
6.7’deki Ring osilatorii devresini kurunuz. Isaretin periyodunu 8lgiiniiz. thy = (t oo T )/ 2=T/2n

formiilii ile kap1 gecikmesini hesaplayiniz. Burada n=1,3,5,... olup kap1 sayisidir.
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Sekil 6.7

DENEY NO: 6

TTL i¢in

g) TTL kapilar tizerinde harcanan giiciin 6l¢timii: Sekil 6.8’deki devrenin girisine tepeden tepeye

5V’luk kare dalga uygulaymniz. Giris isaretinin frekansini OHz’den 5SMHz’e kadar degistirerek

cesitli frekanslar i¢in beslemeden cekilen akimi (Ig¢) Olciiniiz. Py = Vecloc bagintisindan kapi

iizerinde harcanan giiciin frekansla degisimini tablo halinde veriniz.

TTL CMOS
V:_D_ Frekans lce Py Frekans lcc P4
Sekil 6.8.
P4 Pq
[ [ 1
!TTLﬁ CMOS

f

f

2 — CMOS NAND kapilarimin karakteristiklerinin bulunmasi: Bu deneyde CMOS NAND
kapist olarak DC4011BC entegresini kullanimiz. Vy = 5V alimiz. 1. bolimde yapilan dl¢timleri

tekrarlayiniz.
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I11. Raporda istenenler

1. Deneyde elde edilen sonuglarin karakteristiklerini ¢iziniz. Buldugunuz sonuglar1 teorik degerler
ile karsilastiriniz.
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3. Degisik tiirlerdeki tiimdevre kap1 elemanlar i¢in ¢esitli yapim teknolojilerini (DTL, TTL, LS-
TTL, ECL, CMOS, vb.) inceleyerek gecikme ve gii¢c harcamasi agisindan karsilastiriniz.



